
 

Fig.1(a) Molecular structure of 

C10-DNBDT (b) Schematic structure  

of transistor. 

 

Fig.2 (a) Transfer characteristic in linear regime and 
(b) output characteristic of the C10-DNBDT transistors. 
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有機トランジスタは軽量、フレキシブル、安価な製造コストといった特徴を有することから、

次世代のエレクトロニクスデバイスとしての実用化が期待されている。そのためには、溶液プロ

セスを中心とした真空フリー工程で有機トランジスタの製造コストを低く抑えると同時に、RFID

タグなどの論理回路を駆動するための高い移動度を実現する必要がある。そこで、本研究では各

種塗布プロセスとめっきプロセスを組み合わせ、更にはチャネルとして単結晶性の

3,11-didecyldinaphtho-[2,3-d:2’,3’-d’]-benzo-[1,2-b:4,5-b’]-dithiophene (C10-DNBDT)[1](Fig.1 (a): 東大

-JNC株式会社が共同開発)を用いることにより、真空フリープロセスで飽和移動度 6.8 cm2/Vsを示

すトランジスタの作製に成功したので報告する。 

Fig1 (b)に示すように、ガラス基板上にトッパン・フォームズ社製銀インクを用いスピンコート

法により高平滑なゲート電極を作製し、次に高分子絶縁膜として EPRIMATM AL (旭硝子製)をスピ

ンコートした。作製した絶縁膜上に有機半導体材料の C10-DNBDT の単結晶膜を連続エッジキャ

スト法によって作製した[2]。最後にソース・ドレイン電極として無電解めっき法による金を全面

に製膜したのち[3]、フォトレジストとエッチング液(AURUMTM)を用いて電極をパターニングした。

チャネル長 L = 100 mのデバイスで±5 V以下の電圧印加でヒステリシスがない良好なトランジ

スタ特性を示した(Fig2)。本デバイスは、ボトムゲート構造を有するため、ゲート電極のパターニ

ングにより高速論理回路にも簡単に適用可能である。 
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